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１．概要（Summary） 

SiC(0001)基板上に熱分解法により成長したエピタキ

シャルグラフェンを O2-Ar 混合ガス雰囲気において熱処

理することによって、SiCテラス上の表面バッファ層を選択

的にエッチングし、単層グラフェンのみをそのまま残す処

理条件を見出した。これにより、バッファ層に接続のない

単層グラフェンまたは単層グラフェンナノリボンの製作す

ることが可能となった。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

レーザー描画装置，RIE エッチング装置，顕微ラマン

装置 
【実験方法】 

単結晶 n 型 6H-SiC(0001)表面をレーザーリソグラフィ

ーおよび反応性エッチングによりパターンを形成し，同一

視野観察のための目印とした。次に，SiC 基板を水素雰

囲気で加熱し，表面の酸化物を除去した後，Ar ガス雰囲

気での加熱により，テラス-ステップ構造を作製した。この

後，更に加熱して，SiC(0001)の幅広のテラス（約 4-mm
幅）に単層のエピタキシャルグラフェンを成長させた。この

基板を酸素-Ar 混合雰囲気(O2 ~10-3Pa, Ar 1 atm) に
おいて 1300ºC で軽微なエッチングを行う事によりテラス

上のバッファ層を除去した。これらのプロセス毎の SiC 表

面構造の変化は，試料準備室から超高真空走査電子顕

微鏡/走査トンネル顕微鏡(SEM/STM)観察室へ試料を

大気に晒すことなく移送して，表面観察を行なった。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig.1 は，SiC(0001)上にグラフェンとバッファ層を成長

させた試料を酸素エッチングした後の SEM および STM
像である。バッファ層が選択的に除去され，グラフェン層

が残っていることを示している。Fig.2 (a)は，ステップに沿

ってグラフェンリボンが成長し，テラスにはバッファ層が形

成されたSiC(0001)表面のエッチング前のSEM像である。

Fig.2 (b)は，酸素エッチング後の同一領域の SEM 像で

ある。バッファ層が選択的にエッチングされ，ステップに沿

ってグラフェンが残留し，グラフェンリボンが得られたこと

が分かる。 

Fig. 1 (a) SEM image of a graphene on the SiC  
(0001) surface after oxygen etching, and (b) STM  
image scanned in the black frame in (a).  

Fig. 2 (a) SEM image of graphene and buffer   
layers on the SiC (0001) surface before oxygen   
etching, and (b) SEM image of the same area with  
(a) after oxygen etching.  
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